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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mitdem Verdrahtungsteil 

(57) Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektro- 
denabschnitt (4), der mit einer an einer Oberflache eines 
Halbleiterelements (8) ausgebildeten Eiektrode elektrisch 
verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der 
mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Eiek- 
trode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungs- 
abschnitt (2) geschaffen. der den ersten Elektrodenab- 
schnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) ver- 
bindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elek- 
trodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) 
sind aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) aus- 
gebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) 
nicht grofier als die Halfte der Dicke des ersten Elektro- 
denabschnins (4) Oder des zweiten Elektrodenabschnitts 
(5) ausgefiihrt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch er- 
reicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur 
elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden 
(9) mit den AuSenelektroden der Halbleitervorrichtung 
nicht grofcer als die Halfte der erforderlichen Dicke des 
Leiterrahmenmaterials ausgefuhrt wird. 
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Bcschrcibung 

Die Eri inciting bcirilTi cin Vcrdraluungsicil zur Vcrwcn- 
riung hei eincr Halhlcitcrvorrichlung und einen Txiiicrrah- 
nicn mil deni Verdrahiungstcil. 5 

[n letzicr Zcil ist im Zusam men hang mil, dcr hohcrcn In- 
icg ration und dcr hohcrcn Die hie von HaJblcitcrvorrich tun- 
gen die Anzahl dcr Bngabe-/Ausgabcanschlussc von Halb- 
leiicrelemenicn angestiegen und die Untencilungsbreiie der 
Anschlusse cngcr geworden. 10 

Die GroRe und die Untencilungsbreiie von Halblciterele- 
mentelektroden. die an den Oberflachen von einc Haibleiier- 
vorrichtung bildenden Halbleilerclementen vorgesehen 
sind. untcrscheiden sich von denen der AuRenelcklroden. 
die bcispielswcisc auf der auBeren Oberflache der I laiblei- 15 
tervorricht.ung vorgesehen sind. Deshalb ist zur elektrischen 
Verbindung der Halbleiterelementelektroden und der Au- 
Benelektroden dcr ITaJblciicrvorrichLung cin Vcrdrahtungs- 
teil erforderlich. 

A Is Verdrahtungsteil isi ein Leiterrahnien oder eine ge- 20 
druckte Leiierplatte verwendet worden. Die Verdrahtung 
mil einem Lciterrahmen kann als eine Einschichtverdrah- 
tung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mit 
den auf den Oberflachen der Halbleitereiemente vorgesehe- 
nen Haibleitercleinenleleklroden uber Metalldrahtc oder 25 
dergleichen elektrisch verbunden sind, mil zweiten Elektro- 
denabschnilten definiert. werden, bci denen es sich uin die 
AuBenelektroden der Halbleitervorrichtung handelt. Dem- 
gegeniiber kann die Verdrahtung mil eincr Leiterplatlc als 
eine Meru-schichtverdrahtung zur elektrischen Verbindung 30 
der ersten Elektrodenabschnitte, die mil den Halbleiterele- 
menielektrodcn uber Metalldrahte oder dergleichen elek- 
trisch verbunden sind, mil den zweiten Elekirodenabsch nit- 
ten, bei denen es sich um die AuBenclektroden der Halblei- 
tervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den 35 
Oberflachen von zumindest zwei Schichlen einer doppelsei- 
tigen Platte oder einer Mehrschichtplatte vorgesehenen lei- 
tenden Verdrahtungen und auBerdem eines Durchgangs- 
lochs definien. werden, das die bei den unterschiedlichen 
Schichten ausgebildeten leitenden Verdrahtungen elekirisch 40 
verb index. 

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht. einer Halbleitervorrich- 
amg ; bei der eine beispielsweise in der japan ischen OfTenie- 
gungsschrift 79 652/1982 offenbarten herkommliche Leiier- 
platte angewendet ist. In dicser Darstellung bezeichnel die 45 
Bezugszahl 8 ein Halbleitereiement, 9 eine an der Oberfla- 
che des Halbleiierelements ausgebildete Halbleilereleinent- 
elekirode, 10 eine gedruckte Leiterplatte, an deren Oberfla- 
che das Halbleitereiement 8 angebracht ist, 11 eine an der 
Oberflache der gedruckten Leiierplatte 10 ausgebildete lei- 50 
tende Verdrahtung, 12 einen Metalldraht, 13 ein Durch- 
gangsioch, 14 einen an der ruckwartigen Oberflache der ge- 
druckten Leiierplatte 10 ausgebildeten AuBenanschluB und 
15 ein VerguBharz. Bei der mit Harz vergossenen Halbleiter- 
vorrichtung, bei der das Halbleitereiement 8 an der gedruck- 55 
ten Leiierplatte 10 angebracht ist und mit dem VerguBharz 
15 vergossen bzw. abgedichtet ist, ist die an der Oberflache 
des Halbleiierelements 8 ausgebildeLe Halbleiterelement- 
eleklrode 9 uber den Metalldraht. 12 mit einem Ende der an 
der oberen Oberflache der gedruckten Leiterplatlc 10 vorge- 60 
sehenen leitenden Verdrahtung 11 elektrisch verbunden, wo- 
bei das eine Ende in der Nahe des Halbleiterelements 8 an- 
geordnet ist. Das andere Ende der leitenden Verdrahtung 11 
ist uber das Durchgangsloch 13 mit dem an der ruckwarti- 
gen Oberflache dcr gcdruckicn Leiterplatlc 10 ausgebildeten 65 
AuBenanschluB 14 verbunden. 

Fig. 23 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrich- 
tung, bei der eine in der japanischen OfTeniegungsschrift 



258 048/1988 olTenbartc andea* herkommliche Leiierplatte 
angewendet isi. Bei der Darsicllung bezeichnel. die Bezugs- 
zahl 8 ein Halblciierelcnienu 9 eine an der Oberflache dem 
Halbleiterelemenis ausgcbildeic Haiblctiereletnentclckiroric 
und 16 eine gedruckte Mchrschichi-Lciierplaiie dar, an de- 
ren Oberflache das Halbleitereiement 8 angebracht ist. Die 
Bezugszahl 11 bezeichnel eine an der Oberflache dcr ge- 
druckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete leiicndc 
Verdrahtung, 17 eine in den inneren Schichlen der gedruck- 
ten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete interne Ver- 
drahtung. 18 ein Blindloch zur elektrischen Verbindung al- 
ler Schichlen dcr gedruckten Mehrschichi-Leiterplatte 16, 
14 einen an der ruckwartigen Oberflache der gedruckten 
Mehrschichi-Leiterplatte 16 ausgebildeten externen An- 
schluB, 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film) mil einem 
Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verbindung der Halb- 
leiterelementelektrode 9 mit der an der Oberflache der ge- 
druckten Mehrschichi-Leiterplatte 16 ausgebildeten leiten- 
den Verdrahtung 11 und 15 ein VerguBharz dar. Bei der mit 
Harz vergossenen Halbleitervorrichtung. bei der das Halb- 
leitereiement 8 an der gedruckten Mehrschichi-Leiterplatte 
16 angebracht ist und mil dem VerguBharz 15 vergossen isL, 
sind die Halbleiterelementelektrode 9 und die an der Ober- 
flache der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebil- 
deie leitende Verdrahtung 11 iiriteinander nuliels des TAB- 
Bands 19 elektrisch verbunden. AuBerdem ist die lei tende 
Verdrahtung 11 iiber das Blindloch 18 und der intemen Ver- 
drahtung 17 mil dem an der ruckwartigen Oberflache der ge- 
druckten Mehrschichi-Leiterplatte 16 ausgebildeten AuBen- 
anschluB 14 verbunden. Bei der in der japanischen OfTenie- 
gungsschrift 258 048/1988 offenbarten Halbleitervorrich- 
tung kann ein Halbleitereiement mil mehr Anschiiissen als 
das in der japanischen OfTeniegungsschrift 79 652/1982 of- 
fenbarte Halbleitereiement 8 angebracht werden, da bei dic- 
ser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der inter- 
nen Verdrahtung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB- 
Band 19 angewandt wird. 

Wenn als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung 
der Elektroden an den Oberflachen der Halbleitereiemente 
mit den AuBenelektroden der Halbleitervorrichtung eine 
Leiterplatlc verwendei wird, wird eine Kupferfolie mit eincr 
Dicke von 25 um bis 75 um bei den Verdrahtungsteilen ver- 
wendet, wodurch ermoglicht wird, eine Verdrahtungsunter- 
teilungsbreite von 50 pin bis 150 um auszubilden. Zusatz- 
lich sind die AuBenelektroden einer Halbleitervorrichtung 
mit einem groBen Verdrahtungsabstand aufgrund der Aus- 
bildung eines Lotanschlusses (eine Lotwolbung) oder der- 
gleichen an der Oberflache ausgebildet, die der Oberflache 
gegenuberliegend angeordnet ist, an der die Halbleitereie- 
mente angebracht sind, damit die GroBe Halbleitervorrich- 
rung verringert werden kann. 

Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrich- 
tung, die einen herkommlichen Leiterrahmen anwendet. Bei 
dieser Darstellung bezeichnel die Bezugszahl 8 ein Halblei- 
tereiement, 9 eine an der Oberflache des Halbleiterelements 
ausgebildete Halbleiterelernenielektrode, 20 an Befesti- 
gungsplattchen, an den das Halbieiterclernent angebracht 
ist, 21 ein Befestigungsharz bzw. einen Kleber. der das 
Halbleitereiement an das Befestigungsplattchen 20 klebi, 4 
einen ersten Eleklrodenabschnitt des Leiterrahmens, 5 einen 
zweiten Elektrodenabschnitt 5 des Leiterrahmens, 12 einen 
dunnen Metalldraht zur elektrischen Verbindung der Halb- 
leitereleinentelekirode 9 mil dem ersten Elektrodenabschnitt 
4, 15 ein die Halbleitereiemente abdichtendes VerguBharz, 
22 cine cxtcmc Schaltung und 23 cine an dcr cxicrncn 
Schaltung ausgebildete Elektrode, die an den zweiten Elek- 
trodenabschnitt 5 durch Lotzinn 25 oder dergleichen gelotet 
ist. 
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Kig. 25 zeigt ein Schniuansichi cincs Lei terrah mens zur 
Beschrcibung des Herstcllungsvcrfahrcns des Lcitcrrah- 
mens tiurch einen herkommiichen Atzvorgang. Bci dieser 
Darsieltung hereichnet die Rezugs'/ahl 1 cine ieiiendc Me- 
tallplaue (cin Ixiterrahmen material) mil ciner Dicke von 
125 bis 200 und 3 einc Atzmaske mil. eincm vorbe- 
stinimten Muster, wobei dasselbc Musler auf beiden Ober- 
flachen der leitenden Meiallptatic 1 ausgebildci, sind. Die 
Bezugszahl 2 bezeichnet einen Verdrahtungsabschniu des 
Leiterrahmens, der durch Atzen der leitenden Mctallplatie 1 
von beiden Oberflachen erzeugl wird, damit ein nicht. von 
der Atzmaske bedeckter Abschnitt durchdrungen wird. Da 
der herkominiiche Leiterrahmen auf diese Wcise hergestellt 
wird, wenn die lcitende Metallplaue 1 mit einer Dicke von 



fcstigungsplaitchcn. an das cin Halblcitcrelcmeni angc- 
brachi isi. 

In den japanischen OtTonlegungsschriflcn 216 524/1987 
und 232305/1094 sind Verfahren zur Vcmngerung der 
Dickc des Loiters durch Ausbildung der Atzmasken 3 ab- 
wechselnd auf beiden Oberflachen der leitenden Metall- 
plaue I. bci der es sich uni Lei terrahmen material handclt 
und zur Vcrklcinerung der Leiienjntertcilungsbreitc durch 
Vorsehen des Lciters auf beiden Seiren. wie in Fitf. 28 ge- 
zcigt. Jedoch weisi ein dcranig dunner ausgefuhrtcr Leiier 
den Nachtcil auf. daB, da geatzte Oberflachen abwechsclnd 
freilicgen. falls diese ais Eiektrode zur Verbindung mitiels 
Drahtbonden mil dem Halbleiterelement. verwendet wird, 
sich das nahtformige Bondemittel zwischen der gealzicn ro- 



125 urn bis 200 pin verwendet. wird, muB der Abstand zwi- 15 hen Oberflache und dem Halbleiierelement ablost 

schen benachbarten Verdrahtungsabschmticn 2 etwa so groB Wie vorstehend beschrieben kann bei Verwendung einer 

wie die Dicke der leitenden Metallplaue 1 sein." Aufierdem Mehrschichi-Leiterplaue als Verdrahtungsteil eine groBcrc 

lag zur (Jewahrlci stung des Atzvorgangs die minimalc Un- Anzahl von EingangsVAusgangsanschliisscn cincs Halblci- 

terteilungsbreite (pilch) des Leiterrahmens in einem Bereich terelements (Halbleiterelememelektrcden) und einer klciner 

von 210 Mm bis 250 urn. was etwa doppeli. so groB wie die 20 Unterteilungsbreite hinsichilich der GroBe verwirkliclu wer- 



Dicke der leitenden Metallplaue 1 ist 

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkomm- 
lichen Leiterrahmens sind bei Definition des mit einer Halb- 
leiterelementelektrode durch Drahtbonden verbundenen 
Absehnitts des Leiterrahmens als ein erster Elektrodenab- 
schnitt und des an eine exteme Schaltung geldteten Ab- 
schnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur 
Verringerung der Dicke des ersLen Elektrodenabschniits 
durch Atzen und darauffolgendes Verkleinern des Verdrah 



den. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blind- 
loch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unter- 
schiedliche Vcrdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgang. 
Folglich triu das Problem auf, daB die Kosten der Halblei- 
lervorrichtung durch die Beschiidigung des Bohrens, die 
Reinigung der gebohrten Oberflachen, den Schutz der Lei- 
terplatte vor Schneidedl fur das Bohren und vor Bohrspanen 
und dergleichen erhoht werden. 

Demgegenuber ist bei der Verwendung eines Leiterrab- 



tungsabstands in den japanischen OfTenlegungsschriften 30 mens als Verdrahtungsteil eine Tcchnik vorgeschlagen wor- 

45 967/1990 und 335 804/1995 offenbart. Fig. 26 zeigt den ' — T -• u«: n.;™, ;-a„u 

Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japa- 
nischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offenbart isi. Bei 
dieser Darstellung stellt die Bezugszahl 1 ein leitende Me- 
tallplaue, bei der es sich um ein Leiterrahinenmaterial han- 
delL 3a und 3b Aizmasken und 4 den ersten Elektrodenab- 
schnitt 4 dar. Die an einer Oberflache der leitenden Metall- 
plaue 1 ausgebildete Atzmaske 3b weist eine Offnung zur 
Ausbildung des ersten Elektrodenabschnius 4 auf, wobei die 
an der anderen Oberflache der leitenden Metallplaue 1 aus- 
gebildete Atzmaske 3b eine Offnung zum Atzen der anderen 
Oberflache aufweisL, um diese vollstiindig eben aus zubil- 
den. Die Bezugszahl 23 stellt eine Aussparung, die, um 
diese eben auszubilden. durch die Atzmaske 3a geatzt 



den, die die Leiterunterteilungsbreite verkleinert, jedoch ist 
fur die AuBenelcktroden der Halbleitervorrichiung keine 
Technik vorgeschlagen. Deshalb ist. ein Verdrahtungsab- 
stand, der derselbe oder groBer wie der herkommliche ist, 
35 zwischen den ersten Elektrodenabschnitten mit kleiner Un- 
terteilungsbreite und den zweiten Elektrodenabschniuen 
(AuBenelektroden) mil der groBen Unterteilungsbreite er- 
forderlich. Zusatzlich tritt das Problem auf, daB eine groBe 
Unterteilungsbreite und cin groBer Bereich zur Ausbildung 
40 eines Lotanschiusses oder dergleichen erforderlich ist, wes- 
halb es folglich unmoglich ist, einc verklcincrtc Halbleiier- 
vorrichtung zu erhalten. 

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, diese 

c _ _ Problemc zu losen und einen Aufbau zur Verkleinerung des 

wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschicht dar. Zunachst 45 Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung ei- 
werden die Atzmasken 3a und 3b an den Oberflachen der ner Mehrschichi-Leiterplaue verwirklicht wurde, durch Ver- 
leitenden Metallplaue 1 ausgebildet (Fig. 26(a)), wobei der wendung eines Leiterrahmens und Verdiahtungsteils zu ver- 
Atzvorgang an beiden Oberflachen gestartet wird und zeit- wirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebaut ist. Dabci 
weilig ausgesetzt wird, wenn die Tiefe der Aussparung 23 soil ein Verdrahtungsteil. das einc groBere Anzahl und cine 
zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplaue 1 erreicht 50 kieinere Unterteilungsbreite der Stifte der Eingangs-/Aus- 
(Fig. 26(b)). Die Atzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite gangsanschlusse eines Halbleiterelements erreichen^ sowie 
der leitenden Metallplaue 1 mit der Aussparung 23 ausge- 
bildet, wodurch verhindert wird, daB der Atzvorgang weiter 
voranschreitet (Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an 
der Seite der leitenden Metallplaue 1 mit der Offnung zur 55 
Ausbildung des ersten Elektrodenabschnius 4 fortgesetzu 
bis das Atzen die Atzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung 
des ersten Elektrodenabschnius 4 erreicht (Fig. 26(d)). 
SchlieBlich werden die Atzwiderstandsschicht 24 und die 



die Verkleinerung und Kostenverringerung der Halbleiier- 
vorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahmen mit 
einem derartigen Verdrahtungsteil geschafYen werden. 

Diese Aufgabe wird durch die in den beigefugten Patent- 
anspriichen dargelegten MaBnahtnen gelost. 

ErfindungsgemaB wird ein Verdrahtungsteil geschaffen, 
das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der mit einer an 
einer Oberflache eines Halbleiterelements ausgebildeten 



Atzmasken 3a und 3b entfemt, wodurch der Leiterrahmen 60 Eiektrode elektrisch verbunden isu einen zweiten Elektro- 

— - - denabschniu, der mit einer an einer extemen Schaltung aus- 
gebildeten Eiektrode elektrisch verbunden ist, und einen 
Verdrahtungsabschniu gekennzeichnel isu der den ersten 
Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 
65 vcrbindct, wobei der crstc Elektrodenabschnitt, der zweite 
Elektrodenabschnitt und der Verdrahtungsabschniu aus ei- 
nem plattenformigen leitenden Korpcr ausgebildet sind und 
die Dicke des Verdrah tungsabschni us nichl dicker als halb 



fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt eine Schniuan- 
sichi des auf diese Weise ausgebildeten Leiterrahmens. 
Wenn die Dicke T der leiienden Metallplaue 1 150 um be- 
trSgt, wird die Dicke T2 des ersten Elektrodenabschnius 4 
des Lciters 50 pm, was cine Verkleinerung der Leiterunter- 
teilungsbreite ermoglicht. Die Bezugszahl stellt einen zwei- 
ten Elektrodenabschnitt dar. bei dem es sich um die AuBen- 
elektrode der Halbleitervorrichtung handelt, und 20 ein Be- 
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so dick wic dcr ersic Elckirodcnabschniii odcr der zweite 
Ulekirodcnabschnin ausgefuhri ist. 

Dcr Vcrdrahiungsabschniti kann an ciner Oberflache des 
plaiicnformigen leiienden Korpcrs vorgeschen scin. 

AuBerdem konncn die Verdrahtungsabschniue versireui 
an boidcn Oberfl ache n des piaiientonnigen leiienden Kor- 
pcrs angeordnct scin. 

Die Dicke dcs ersien Elektrodenabschnilts und die Dicke 
des /we i ten Elckirodenabschnius konncn dieselbc wie die 
des plat ten formigen leiienden Korpcrs scin. 

Wcitcrhin kann die Dicke cntweder des ersten Hlekt.ro- 
denabschnitts oder des zweiten Elekirodenabschnius die- 
selbe wie die des plaiien formigen Korpcrs scin. wobci die 
Dicke des anderen nichi mehr als die Halfte der des platten- 
formigen leiienden Korpers betragen kann. 

Daruherhinaus kann der erste Elektrodenabschniii odcr 
der zweite Elektrodenabschnitu deren Dicke nichi mehr ais 
die Halite dcs plaucniormigen leiienden Korpcrs bctragu 
gepreBt. werden, urn deren Oberfiachen eben auszufiihren. 

ErfindungsgemaB wird auBerdem ein Verdrahtungsleil 20 
geschaflen, das durch einen ersien Elektxodenabschniu, der 
mit einer an ciner Oberflache eines Halbleiterelements aus- 
gebildeten Elekirode elektrisch verbunden ist, einen zweiten 
Elektrodenabschnitt, der mil einer an einer externen Schal- 
tung ausgebildeten Eleklrode clekirisch verbunden isU einen 25 
Verdrahtungsabschnitt, der den ersten Elektrodenabschnitt 
mil. dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindeu und einen 
Verbindungsabschniu gekennzeichnet isi. dcr bei einem Teil 
des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Vcrdrah- 
tungsabschnius ausgebildet isU wobei der erste Elektroden- 
abschnitt. der zweite Elektrodenabschnitt, der Verdrah- 
tungsabschnitt und der Verbindungsabschniu aus einem 
plauenforrntgen leiienden Korper ausgebildet sind und je- 
weils die Dicke des ersten Elektrodenabschnius, des zwei- 
ten Elektrodenabschnius und des Verdrahtungsabschnitts 35 
nicht groBer als die Halfte der Dicke des Verbindungsab- 
schnitts ausgefuhrt isl. 

Der Verbindungsabschniu kann ein Abschnitt sein. bei 
dem der Verdrahtungsabschnitt und entwederder erste Elek- 
trodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt. der *o 
breiter als der Verdrahlungsabschnitl isU sich gegenscitig 
uberlappen. 

AuBerdem konnen die Verbindungsabschnitte, die entwe- 
der den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiten Elek- 
trodenabschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrah- 
tungsabschnitten ausgebildet sind, derart angeordnet wer- 
den, daB sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind. 

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenformigen 
leiienden Korper durch Atzen ausgebildet werden. 

Zumindest eine Oberflache des ersten Elektrodenab- 
schnitt s oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht 
dem Aizvorgang unterzogen worden sein. 

Der Leiterrahmen gemaB der Erfindung ist mil einer Viel- 
zahl von Verdrahtungsteilen versehen. 



gemaB dem ersien Ausluhrungsbeispiel. 

Fig. 7 cine Schnittansichi eines Leiiers eines Leiterrah- 
men s gemaB einem zweiten Ausluhrungsbeispiel, 

Fig. K eine Schniitansicht des Toilers dcs Txriicrrahnicns 
5 gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 9 eine Schnittansichi eines Leitcrs eines Leiterrah- 
niens gemaB einem driiten AusfuhrungsbeispieL 

Fig. 10 eine Schniitansicht des Leiiers des Leiierrahmens 
gemaB dem driiten AusfuhrungsbeispieL 
10 Fig. 11 eine Schnittansichi eines Leiters eines Leiierrah- 
mens gemaB einem vierten AusfuhrungsbeispieL 

Fig. 12 eine Seitenansichi dcs Leitcrs des Leilerrahmcns 
gemaB dem vierten Ausluhrungsbeispiel. 

Fig. 13 eine Draufsicht eines Leiters eines Leiierrahmens 
15 gemaB einem funften AusfuhrungsbeispieL 

Fig. 14 eine Seitenansichi dcs Leiters des Leilerrahmcns 
gemaB dem funften AusfuhrungsbeispieL 

Fig. 15 cine Draufsicht dcs Leitcrs dcs Leilerrahmcns ge- 
maB dem fiinfien AusfuhrungsbeispieL 

Fig. 16 eine seiiliche Schnittansichi eines Leiterrahmcns 
gemaB einem sechsten AusfuhrungsbeispieL 

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiters des Leiterrahmens ge- 
maB dem sechsten AusfuhrungsbeispieL 

Fig. 18 eine Ansicht des Letters des Leiterrahmens gemaB 
dem sechsten Ausluhrungsbeispiel, 

Fig. 19 eine Draufsicht eines Leiterrahmens gemaB einem 
siebten AusfuhrungsbeispieL 

Fig. 20 eine Schniuansicht des Leiterrahmens gemaB dem 
siebten AusfuhrungsbeispieL 

Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elek- 
trodenabschnius des Leiterrahmens gemaB dem siebten 
Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, 

Fig. 22 eine Schnittansichi einer mit Harz vergossenen 
Halbleitervorrichtung, bei der ein Halbleiterelement an ei- 
ner herkommlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist. 
Fig. 23 eine Schnittansichi einer anderen mit Harz ver- 
gossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein Halbleiterele- 
ment an einer herkommlichen gedruckten Leiterplatte ange- 
bracht isL 

Fig. 24 eine Schnittansichi einer mil Harz vergossenen 
Halbleitervorrichtung, bei der ein herkbmmlicher Leiterrah- 
men angewendet ist, 

Fig. 25 eine Schniitansicht eines herkommlichen Leiter- 
rahmens, 

Fig. 26 eine SchnittansichL die einen Vorgang zur Ausbil- 
dung eines anderen herkommlichen Leiterrahmens darstellL 
Fig. 27 eine Schniuansicht eines anderen herkommlichen 
Leiterrahmens und 

Fig. 28 eine Schniuansicht, die einen Vorgang zur Ausbil- 
dung eines anderen herkommlichen Leiterrahmens darstellL 
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Erstes Ausfuhrungsbeispiel 

Twujwtiuii T Nachstehcnd ist ein l^iien:ahmen gemaB deni ersten Aus- 

DirErfindung "wtrd nachstehend anhand von Ausfuh- 55 fuhrungsbeispiel unter Bezug auf die Zeichnung beschne- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beilicgende ben. . 
Zeichnung naher beschrieben. Es zeigen: Fig. 1 zeigt eine Schnittansichu die den Aufbau des 

Fig. 1 eine Schniitansicht eines Leiterrahmens gemaB ei- terrahmens gemaB dieser Erfindung darstellL wobei Fig. - 
nem ersten Ausfuhrungsbeispiel. eine schemalische Draufsicht des Leiterrahmens zeigt. Bei 

Fig. 2 eine Draufsicht des Leiterrahmens gemaB dem er- 60 diesen Darstellungen bezeichnet die Bezugszahl * e ™ e ^*" 
sten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 3 eine Schnittansichi des Leiterrahmens gemaB dem 
ersten AusfuhrungsbeispieL 

Fig. 4 eine Schnittansichi des Leiierrahmens gemaB dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 5 eine Schnittansichi eines Leiters des Leiterrahmens 
gemaB dem ersten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 6 eine Schniitansicht des Leiiers des Leiterrahmens 



65 



lende Metaliplatte (ein Leiterrahmen material), 2 einen Ver- 
drahtungsabschnitt des Leiterrahmens, 4 einen ersten Elek- 
trodenabschnitt 4, der elektrisch uber einen dunnen Metal! - 
draht odcr dergleichen mil einer an der Oberflache des Halb- 
Icitcrclcmcnts 8 ausgcbildctcn Elcktrodc 9 elektrisch ver- 
bunden ist, 5 einen zweiten Elektrodenabschniii 5, bei dem 
es sich um eine mit einen extemcn AnschluB 14 elektrisch 
verbundene AuBenelektrode der Halbleitervorrichtung nan- 
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dclt. die aus cincm I,dianschluG hcrgcstelli ist, 15 cin Ver- 
*»uBharz. 20 cin Bcfcsiigungsplatichcn. an das das Halblei- 
icrclemeni 8 angebrachi ist. 101 cine Fiihrungssiange und 
102 einen I.ciicrrahmen. 

Fig. 3 zeigi eine Schnitiansichl. die den Hcrstcllungsvor- 
gang des Leitcrrahmens geinaB dem Ausfuhrungsbeispiel 
darstelli. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 
3 Atzmasken. T die Dickc dcr leitenden Meiallplatte 1, Tl 
die von dcr Oberflache (ruckwanigen Oberflache) der lei- 
tenden Meiallplalie 1 geatzte Dicke, an der die Verdrah- 
tungsabschnitte 2 nichi ausgebildet sind. T2 die Dicke dcr 
Verdrahtungsabschniuc, die durch Atzen diinner ausgefuhrt 
werden. Ml ein M as kicrungs muster der Alzniaske 3 zur 
Ausbildung der Verdrahtungsabschniue 2 und M2 eine Off- 
nung der Atzmaskc 3 zur Ausbildung des Absiands zwi- 
schen den Verdrahtungsabschnitten 2. Das Bezugszeichen 
Wl bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsinu- 
sicr Ml ausgcbildct.cn mittlcrcn Abschnitts des Vcrdrah- 
tungs abschnitts 2 in der Rich lung der Dicke, woboi lediglich 
aufgrund der geaizten Seiien die Dicke kleiner ais das Mas- 
kierungsmuster Ml isL Das Bezugszeichen W2 bezeichnet 
den Abstand zwischen den durch Atzen ausgebildeten Ver- 
drahtungsabschnitlen 2, wobei der Abstand lediglich auf- 
grund der geatzten Seiten groBer als die Otfnung M2 ist. Die 
Bezugzeichen A und B bezeichnen Alzgrenzflachen, die die 
Mustergrenzflachen an den durch Atzen von der unteren 
Oberflache des Verdrahuingsabschnitts 2. das heiBt von den 
von der ruckwartigen Oberflache der leitenden Metallplaite 
1 ausgebildeten Oberflachen sind. Der Leiterrahmen wird 
durch Ausbildung der Atzmasken 3 mil einem vofbesumm- 
ten Muster an beiden Oberflachen der leitenden Metallplatte 
1 erhalten, wobei das Atzen an beiden Oberflachen gleich- 
zeitig gestartet wird, das Atzen ausgesetzl wird, wenn die 
leitende MetallplaUe 1 teilweise durchdrungen ist und die 
vorbestimmten Atzenden A und b erhalten werden, und 
schlieBlicb die Atzmasken 3 entfernt werden. Dabei wird die 
Atzuefe Tl von der ruckwanigen Oberflache groBer als die 
Haifte der Dicke T der leitenden MetallplaUe 1 und die 
Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 kleiner als die Haifte 
dcr Dicke T der leitenden MetallplaUe 1 . 

GemaB Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnitte 2 lediglich 
an einer Seite der leitenden MetallplaUe 1 vorgesehen, je- 
doch konnen wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahiungsab- 
schniue 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils ab- 
wechselnd auf der ersten und der zweiten Seite der leitenden 
MetallplaUe 1 vorgesehen werden, wodurch weiter die Lei- 
lerunterteilungsbreite verringert wird. GemaB dieser Dar- 
stellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahtungsab- 
schnitte fur die ersie Seite der leitenden Metallplatte 1. 2b 
Verdrahtungsabschnitte fiir die zweite Seite der leitenden 
Metallplatte 1, M3 eine Offnung fur die Atzmasken 3 zur 
Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsab- 
schnitten 2a oder zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2b, 
die an unterschiedlichen Seiien der leitenden Metallplatte 1 
ausgebildet sind. 

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittansichten eines Leiters des 
Leiterrahmens gernaB diesem Ausfuhrungsbeispiel. Da 
beide Oberflachen des ersten Elektroden abschnitts 4 und des 
zweiten Elektroden abschnitts 5 mit den Atzmasken 3 wah- 
rend des Atzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste 
Eleku-odenabschnitt 4 als auch der zweite Elektrodenab- 
schnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf. 
Obwohl eine Seite des den ersten Elektrodenabschnitl 4 mit 
dem zweiten Eleku-odenabschnitt 5 verbindenden Verdrah- 
tungsabschnius 2 mit dcr Atzmaskc 3 wahrend des Atzvor- 
gangs bedeckt ist, wird das Atzen von der anderen Seite 
durchgefuhri. Deshalb wird der Verdrahtungsabschnitt 2 
diinner als der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite 



Elektrodcnabschniit 5 ausgefuhrt. 

Fig. 5 zeigi den Fall, bei dem die Verbindungsobcrflachcn 
(AnschluRobcrllachen) 4a und 5a des ersten Elekirodenab- 
schnitls 4 und des zweiten Elckirodenahschnitts 5 an dense l- 
5 ben Seiien der leitenden MetallplaUe 1 ausgebildet sind. wo- 
hingegen Fig. 6 den Fail zeigi, bei dem die Vcrbindungs- 
oberflkchen 4a und 4b an unterschiedlichen Scitcn dcr lei- 
tenden Metallplatte 1 angeordnet sind. Da beide Seiten des 
ersten Elekirodenabschnitts 4 und des zweiten Elekuodcn- 
tO abschnitts 5 nicht geatzte ebene Oberflachen der leitenden 
MetallplaUe 1 sind. wird kein Problem beim Bonden verur- 
sacht. Deshalb konnen die Verbindungsoberflachen des er- 
sten Elekirodenabschnitts 4 und des zweiten Elekirodenab- 
schnitts 5 wie gcwunschl ausgcwahlt werden. 
15 Bei dem Leiterrahmen gernaB diesetn Ausfuhrungsbei- 
spiel wird ein Atzen von beiden Seiten der leitenden Metall- 
platte 1 durchgefuhri, wodurch die Verdrahtungsabschnitte 
2 nicht. dicker ais die Halflc dcr Dickc dcr leitenden Metall- 
platte 1 ausgefuhrt werden. Folglich kann das Alzen unter 
20 den Bcdingungen durchgefuhri. werden. daB der Abstand 
W2 zischen den Verdrahtungsabschnitten 2 oder der Ab- 
stand W3 zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b 
derselbc wie die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2. 2a 
und 2b ist. Folglich kann, selbst wenn die Leiieruntenei- 
25 lungsbreite doppell so dick ausgefuhrt wird, wie die Dicke 
T2 nonnalerweise isu diese kleiner als die Dickte T der lei- 
tenden Metallplatte 1 sein. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel konnen die zweiten 
Elekuodenabschnitie 5 an der Innenscite der ersten Elektro- 
30 denabschnitte 4, das heiBt an der Ruckseitc des an dem Be- 
festigungsplattchen 20 angebrachien Halbleiterelements 8 
angeordnet werden. Folglich kann eine verkleinerte Halblei- 
tervorrichiung erhalten werden. 

AuBerdeni kann der Vorgang unter den Bedingungen 
35 durchgefuhrt werden, daB der Abstand zwischen den Ver- 
drahtungsabschnitten 2 etwa genauso groB ist wie die Dicke 
T2 der Verdrahtungsabschnitte 2, indem die Dicke T2 der 
Verdrahtungsabschnitte 2 diinner ausgefuhrt wird. Deshalb 
kann die Leiterumerteilungsbreite verkurzt werden, wobei 
40 eine Feinverdrahtung moglich wird. Zusaizlich kann. wenn 
die Verdrahtungsabschnitte 2a der ersten Seite der leitenden 
Metallplatte 1 und die Verdrahtungsabschnitte 2b der zwei- 
ten Seile der leitenden MetallplaUe 1 abwechselnd angeord- 
net werden, der Abstand W3 zwischen benachbarien an un- 
45 terschiedlichen Seiien der leitenden Metallplatte 1 ausgebil- 
deten Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b kleiner als der Ab- 
stand W2 der Verdrahtungsabschnitte 2 ausgefuhrt werden. 
wobei folglich die Leiierunieneilungsbreite weiter vcrklci- 
nert werden kann. AuBerdem konnen die Verbindungsober- 
50 Aachen der ersten Elekuodenabschnitie 4 und der zweiien 
Elekuodenabschnitie 5 derart wie gewiinscht bestimmt wer- 
den. daB die Flexibility der Anordnung der Halbleiterele- 
menielektxoden und der AuBenclekuoden der Halbleitervor- 
richtung erhbht wird. 

55 

Zweites Ausfuhrungsbeispiel 



GemaB dem ersten Ausfuhrungsbeispiel weisen die ersLen 
Elekuodenabschnitie 4 und die zweiten Elekuodenab- 

60 schnitte 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf. 
Jedoch kann wie in Fig. 7 und 8 gezeigt der Abstand zwi- 
schen den zweiten Elekuodenabschnitten 5 in derselben 
Weise wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch eine dunncre 
Ausfiihrung der zweite Elekirodenabschnittc 5 mittels Atzen 

65 von cincrScitc bei dem Atzvorgang vcrklcincrt werden, 

GemaB Fig. 7 ist die Verbindungsoberflache 5a des zwei- 
ten Elekuodenabschnitts 5 an dcr Seile vorgesehen, die 
nichi geaizl wird. Jedoch kann wie in Fig. 8 gezeigt, wenn es 
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erfordcrtich isi. die Verbindungsobcrnachc 5a des zweii.cn 
Elcktrodenabschnius 5 an der geaizicn Seile vor/.usehen. die 
Verbindungsoberflache durch Anwcnden eines Presscns an 
dent zweiien Elektrodenabschniu 5 eben ausgefiihrt werden. 
was hcrkomnilich ausgefiihrt wurdc. urn ein Lei icrcnde eben 
aus/.ufuhren, ohne das ein Problem beini Bondcn vcrursachi. 
wird. Jcdoch wird, falls der zweite Elektrodcnabschnin 5 
durch Pressen dunner ausgefuhn wird. wenn der zweitc 
Elektrodenabschniu 5 eine Dicke Tl. eine Leiierbrcite Wl 
und eine VerringerungsgroBc AT2 aufweist. AT2 gleich £ 
T2, wobei die erholuc Leiterbreite gleich v x (AT2/T2) x 
(Wl) wird, was anzeigL daB der Leiterabstand lediglich auf- 
grund der erhohten Leiterbreite kleiner wird. Deshalb sollte 
der PreRvorgang. urn den zweiien Elektrodenabschniu 5 
dunner auszufiihren, nur soweit durchgefuhrt werden, urn 
die roh geatzte Oberftache eben auszufiihren. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel kann der Absiand 
zwischen den zweitcn Elcktrodcnahschniitcn 5 kicincr aus- 
gefiihrt werden, indem der zweite Elektrodenabschniu. 5 
dunner ausgefuhn wird. Folglich kann eine verkleinene 
Halbleitervorrichtung erhalten werden. 

Drines Ausfuhrungsbeispiel 

GeinaB dem zweitcn Ausfuhrungsbeispiel sind die zwei- 
tcn Elektrodenabschnitte 5 dunner ausgefuhn. Jedoch kann 
der Absiand zwischen den ersten Elektrodenabschnitten 4 
kleiner ausgefuhn werden. indem die ersLen Elekttodenab- 
schnitie 4 wie die Verdrahtungsabschnitic 2 durch Atzen 
von einer Seite bei dem Atzvorgang dunner ausgefiihrt wer- 
den. 

GemaB Fig. 9 isi. die Verbindungsoberflache 4a des ersten 
Elektroden abschnitis 4 an der Seile vorgeseheu, die nicht 
geatzt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es 
erforderlich isi, die Verbindungsoberflache 4a des ersten 
Elekirodenabschni us 4 an der gealzien Seite vorzusehen. die 
Verbindungsoberflache durch einen PreBvorgang in dersel- 
ben Weise wie gemaB dem zweiien Ausfuhrungsbeispiel 
eben ausgefuhn werden, ohne daB ein Problem beim Bon- 
den verursacht wird. 

GemaB dicsem Ausfuhrungsbeispiel kann der Abstand 
zwischen den Elektroden kleiner ausgefiihrt werden, indem 
die ersten Elektrodenabschnitte 4 dunner ausgefiihrt wer- 
den. Folglich kann gemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel dem 
Wunsch nach einer groBen Anzahl von Stiften (Anschlus- 
sen, Elektroden) und einer kurzeren Unteneilungsbreite bei 
dem Halbleiterelemententsprochen werden. 



sen nine auRer dem Verbindungsabschniu 6 des Leiiers 
durch Atzcn von einer Seile dunner ausgefuhn, was eine 
Feinvcrdrahiung ermoglicht. Wie in Fig. 12 gezcigl ennog- 
lichi die Vcrwendung des Verhindungsahschnins 6 ein An- 

5 ordnen des ersien Elcktrodenabschnius 4 und des Verdrah- 
lungsabschnius 2a an der ersien Seite der leiicnden Meiall- 
plaue 1 sowie ein Anordnen des zweiien Elekirodenab- 
schnitLs 5 und des Verdrahtungsabscrinitts 2b an der zweiien 
Seile der leiienden Meiallplaue 1, wodurch eine dreidimen- 

10 sional vcrteilte Anordnung erreichi. wird. Folglich kann eine 
Verdrahtung mil. einer hoheren Dichte verwirklicht und eine 
verkleinene Hal bleiiervorrichlung erreichi werden. 



Fiinfies Ausfuhrungsbeispiel 



(5 



Viertes Ausfuhrungsbeispiel 



Fig. 11 und 12 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenan- 
sicht eines Leiiers des Leiteirahmen gemaB dem vienen 
Ausfuhrungsbeispiel. GemaB diesen Darstellungen bezeich- 
nen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsabschnitte, 
die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter- 
rahmens dunner ausgefuhn worden sind. Dabei bezeichnet 
die Bczugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden 
Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitl und 2b 
einen an der zweiten Seite der leitenden Meiallplaue 1 aus- 
gebildeten Verdrahtungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 be- 
zeichnei einen ersien Elektrodenabschniu und 5 einen zwei- 
ten Elektrodenabschniu, wobei beide dunner ausgefiihrt 
sind. Die Bezugszahl 6 bezeichnet einen Verbindungsab- 
schnitt zwischen dem Verdrahtungsabschnitl 2a an der er- 
sten Scitc und dem Verdrahtungsabschnitt 2b an der zweitcn 
Seile, der bei Ausbildung des Leiterrahmens nicht geatzt 
wird, da beide Seiten mil Atzmasken bedeckt sind. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel werden die Ab- 



GemaB dem vierten Ausfuhrungsbeispiel sind der erste 
Elektrodcnabschnin. 4, der zweiie Elektrodenabschniu 5 und 
die Vcrdrahiungsabschnittc 2a und 2b in cincr Gcradcn an- 
geordnet. Jedoch konnen wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die er- 
20 sten Elektrodenabschniu 4 und die zweiten Elektrodenab- 
schniu 5 an jeder belie bigen Position durch Anordnen der 
die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiten Elektro- 
denabschniu 5 verbindenden Verdrahujngsabschnitte 2a und 
2b deraru daB sich die Richtung der Verdrahtungsabschnitte 
25 2a und 2b in der Mine uiu einen rechten Winkel kndert. 
Folglich kann die Flexibility der Anordnung der Halbieiier- 
elemenielektroden und der AuSeneleklroden der Halbleiter- 
vorrichtung erhoht werden, was eine weitere Vcrkleinerung 
der Haibleitervorrichmng ermoglicht. 
30 Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seilenan- 
sicht. eines Leiters. der anwendbar isu wenn der erste Elek- 
trodenabschniu 4, der zweite Elektrodenabschniu 5 und die 
Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b nichi geradlinig verlau- 
fen. Fig. 15 zeigt eine persp«kuvische Ansicht eines Leiters, 
:« der anwendbar ist, wenn es erforderlich ist, die Verdrah- 
tungsabschnitte 2a und 2b mil einem rechien Winkel anzu- 
ordnen. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel konnen der erste 
Elektrodenabschniu 4 und der zweite Elektrodenabschniu 5 
40 derart. in jeder beliebigen Lage angeordnct. werden, daB die 
Rexibiliiai der Anordnung der Halbleiterclementelektroden 
und der AuBenelektroden der Halbleitervorrichtung erhohl 
wird, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrich- 
tung ermoglicht. 

45 

Sechsies Ausfuhrungsbeispiel 

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahmens ge- 
maB dem sechsten Ausfuhrungsbeispiel, wobei Fig. 17 und 
50 18 eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiiers des 
in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens darstellen. Da die Be- 
zugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelemente 
wie die gemaB Fig. 1 bezeichnen, entfallt deren Beschrei- 
bung. 

55 Wenn der erste Elektrodenabschniu 4 und der zweite 
Elektrodenabschniu 5 wie in Fig. 16 gezeigt nahe aneinan- 
der liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 
gezeigter U-fdrmiger Leiter verwendet werden, wodurch 
eine verkleinene Halbleitervorrichtung erhalten wird. 

60 

Siebtes Ausfuhrungsbeispiel 



Fig. 19 zeigt eine Draufsicht eines Leiterrahmens gemaB 
dem siebten Ausfuhrungsbeispiel, wobei Fig. 20 eine ent- 
65 lang der Linic C-C genotnmcne Schnittansicht und Fig. -0 
eine perspekdvische Ansicht des zweiten Elcktrodenab- 
schnitts 5 zeigen. Die Verdrahtungsabschnitte 2 sind an der 
zweiten Seite des Leiterrahmenrnaterials und die zweiten 
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Hlcktrodenabschnitic 5 an desscn crsier Seiic ausgcbildci. 
Bci dem Abschniu. an dcm cin Vercraht ungsabschnin 2 und 
cin zwciier Eiektrodenabsehnin. 5 sich uberlappen. isi an dcr 
ersicn Scitc (lurch Ar/.en cin Krcis gc music rt, dcr die i : ornt 
dcs zweiten Elckirodcnabschnius 5 ist. wohingcgcn dcr Vcr- 5 
drain ungsabschnin bzw. das Verdrahlungsmusier an der 
zwciicn Seitc durch Aizen ausgcbildci isi. Hinsichiiich der 
andcrcn Punktc ist dcr Aufbau gemiiti dicsein Ausfuhrungs- 
beispiel wie gemaB dem vierten Ausfuhrungsbeispiel, wobei 
gcmaG dicsein Ausfuhrungsbeispiel ein Fall dargesielli isi, 10 
bci dcm dcr zweite Elektrodenabschnitts an dem in Fig. 1 1 
gezcigicn Verbindungsabschnitt 6 ausgebildet ist. 

GeinaB dicsem Ausfuhrungsbeispiel sind die Verdrah- 
tungsabschniue 2 und die zweiten Elektrodenabschniue 5, 
die brciier als die Verdrahtungsabschniue 2 sind, an vonein- 15 
ander unterschiedlich.cn Seiten ausgebildet, wobei zumin- 
desi ein Verdrahtungsabschniu 2 zwischen benachbarien 
zwciicn Elcktrodcnabschnittcn 5 ausgcbildci isi, damil die 
brcit.cn zweiten Elektrodenabschniue 5 nichl nebeneinander 
in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich bestcht keine Not- 20 
wendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahtungsab- 
schnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenab- 
schniue 5 zu verbreitern, was eine Verdrahtung mit einer ho- 
heren Dichte und eine verkieinerte Halbleitervorrichtung er- 
reicht. 25 

Achies Ausfuhrungsbeispiel 

GeinaB dem siebten Ausfuhrungsbeispiel sind die zweiten 
Elektrodenabschniue 5 und die Verdrahtungsabschniite 2 30 
iiberlappt. Jedoch konnen die Halbleiterelememelektrodcn 
eine kleiner Unieneilungsbreite aufweisen, indem dieersten 
Elekirodenabschnitie 4 und die Verdrahtungsabschniue 2 an 
umerschiedlichen Seiien ausgebildet werden und ein Ver- 
drahi ungsabschnin 2 zwischen benachbanen ersten Elektro- 35 
denabschnitten 4 derart angeordnet wird, daB die ersten 
Elektrodenabschniue 4 nicht in einer Linie seitlich angeord- 
net sind. 

Wie vorstchend beschrieben kann gemaB den Ausfiih- 
rungsbeispielen eine Fein verdrahtung erreicht werden, in- 40 
dem die Dicke des Le iters als Verdrahtungsteil zur elektri- 
schen Verbindung der Halbleiterelementelekiroden mit den 
Au Bene lektroden der Halbleitervorrichtung nicht dicker als 
die Halfte der erforderlichen Dicke des Lei terrahmen materi- 
als ausgefuhrt wird. AuBerdem kann durch Verwendung ei- 45 
nes Leiterrahmens, der die an beiden Seiten des Leiterrah- 
men mate rials angeordneten Verdrahtung s- und Elektroden- 
abschniue aufweist, ein Halbleiierelement mil einer groBe- 
ren Anzahl von Stiften und einer kleinercn Unterteilungs- 
breite erreicht werden. Zusalziich kann durch Anordnung 50 
der AuBenelektroden an der riickwartigen Seite der Halblei- 
terelemente eine kleiner Halbleitervorrichtung mit niedrige- 
ren Kosten erreicht werden. 

Wie der vorstehend Beschreibung zu entnehmen ist, wird 
ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt 55 
4, der mit einer an einer Oberflache eines Halbleiterelements 
8 ausgebildeten Elektrodc elektrisch verbunden ist, einem 
zweiten Elektrodenabschnitt 5, der mit einer an einer exter- 
nen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbun- 
den ist. und einem Verdrahtungsabschnitt 2 geschaffen, der 60 
den erste Elektrodenabschnitt 4 mil dem zweiten Elektro- 
denabschnitt 5. Der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite 
Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind 
aus einem plauenfomiigen leitenden Korper 1 ausgebildet, 
wobei die Dicke dcs Verdrahtung sabschnius 2 nicht groBcr 65 
als die Halfte der Dicke des ersten Elektrodcnabschnitts 4 
oder des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ausgefuhrt ist. Eine 
Fein verdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der 
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Leiier als Verdrahiungsieil zur elckirischcn Verbindung dcr 
Halbleiierelcnieniclckiroden 9 mil den AuBenelektroden dcr 
Halbleitcrvorrichiung nichl groBer als die Halfte dcr erfor- 
derlichen Dicke des Teiicrrahmenniaierials ausgefiihn wird. 

Patenianspruche 

1. Verdrahiungsieil. gekennzeichnet durch 
eincn ersten Elekirodenabschniu (4), der mil einer an 
einer Oberflache eines Halbleitereleniems (S) ausgebil- 
deten Elekixode (9) elektrisch verbunden ist, cincn 
zweiten Elektrodenabschnitt (5). der mil einer an einer 
exiernen Schaltung ausgebildeten Elektrodc elektrisch 
verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2), dcr 
den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit. dcm zwciicn 
Elektrodenabschnitt (5) vcrbindet, 
wobei der erste Elektrodenabschnitt. (4), der zweite 
Elektrodenabschnitt (5) und dcr Vcrdrahiungsabschniit 
(2) aus einem plane ntormi gen leitenden Korper (t) 
ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtung sab- 
schnitts (2) nichl dicker als halb so dick wie der erste 
Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenab- 
schnitt (5) ausgefuhrt. ist. 

2. Verdrahtung sieil nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der Verdrahtungsabschnitt (2) an einer 
Oberflache des plattenformigen leitenden Korpers (1) 
vorgeschen ist. 

3. Verdrahiungsieil nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verdrahtungsabschniue (2) verstrcul 
an beiden Obcrfiachen des piatienformigen leitenden 
Korpers (1) angeordnet sind. 

4. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Dicke des ersten Elek- 
trodenabschnitts (4) und die Dicke des zweiten Elek- 
trodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattentormi- 
gen leitenden Korpers (1) sind. 

5. Verdrahtungsteil nach einem der Anspriiche 1 bis 3. 
dadurch gekennzeichnet. daB die Dicke entweder des 
ersten Eleku-odenabschnitts (4) oder des zweiten Elek- 
trodenabschnitts (5) dieselbe wie die des platienfonni- 
gen Korpers (1) ist, wobei die Dicke des anderen nicht 
mehr als die Halfte dcr des platienfonnigen leitenden 
Korpers (I) betragt. 

6. Verdrahtungsteil nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der 
zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dicke nicht mehr 
als die Halfte des plattenformigen leitenden Korpers 

(1) betragu gepreBt wird, urn deren Oberflachcn eben 
auszufuhrcn. 

7. Verdrahtungsteil, gekennzeichnet durch 
einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mil einer an 
einer Oberflache eines Halbleiterelements (8) ausgebil- 
deten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen 
zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer 
externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch 
verbunden ist, einen Verdrahtungsabschniu (2), der den 
ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elek- 
trodenabschniu (5) verbindet, und einen Vcrbindungs- 
abschnitt (6), der bci einem Teil des Verdrahtungsab- 
schnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnius 

(2) ausgebildet ist, 

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4). der zweite 
Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 
und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem plauenfbr- 
migen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und jc- 
weils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4). 
des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrah- 
tungsabschnius (2) nicht groBer als die Halfie der 
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Dicke dcs VcrbindungsabschniiLs (6) ausgefuhn isu 

8. Verdrahiungsicil nach Anspruch 7, dadurch gokenn- 
zcichncu daR der Verbindungsabschniu (6) cin Ab- 
schniti isi. bci dem dcr Verdrahiungsahschnin (2) und 
eniwcdcr dcr crsie Elektrodenabschniu (4) odor dcr 5 
zweiie Elckirodcnabschniti (5), dcr brcitcr als dcr Ver- 
drahtungsabschniu (2) isu sich gegensciiig iiberlappen. 

9. Verdrahiungsteil nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichncu daB die Verbindungsabschniue (6), die eni wc- 
dcr den ersten Elektrodenabschnitt (4) odcr den zwei- 10 
ten Elektrodenabschnitt (5) aurweisen und an benacb- 
barten Verdrahiungsabschnitien (2) ausgebildet sind. 
derart angcordnet sind, daB sie nichi nebencinandcr 
ausgerichtct sind. 

10. Verdrahiungsteil nach einem der Anspruche von 1 15 
bis 9. dadurch gekennzeichnet, da8 der Verdrahtungs- 
abschniu: (2) aus dem plat teniormigen leitenden Korper 

(1) durch Atzcn ausgebildei' ist. 

11. Verdrahiungsteil nach einem der Anspruche 1 bis 

1 0. dadurch gekennzeichneu daB zumindesi eine Ober- 20 
flachc des. ersten Elektrodenabschnius (4) oder dcs 
zweiien Elektrodenabschnitt s (5) nichi dem Atzvor- 
gang unterzogen worden isL 

12. Leiterrahmen. gekennzeichnet. durch 

eine Vielzahl von Verdrah lungs leilen, wobei das Ver- 25 
drahtungsteil eincn ersten Elektrodenabschnitt (4), der 
mil einer an einer Oberflache eines Halbleiterelements 
(8) ausgebildeten Elektxode (9) elekirisch verbunden 
ist, einen zweiien Elektrodenabschnitt (5), der mil einer 
an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 30 
elektrisch verbunden isL und einen Verdrahtungsab- 
schnitt (2) aufweisu der den ersten Elekuodenabschniti 
(4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindeu 
wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite 
Elektrodenabschniu (5) und der Verdrahtungsabschniu 35 

(2) aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) 
ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsab- 
schnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste 
Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenab- 
schnitt (5) ausgefuhn isu 40 

1 3. Leiierrahmen, gekennzeichnet durch 

eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen. wobei das Ver- 
drahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der 
mit einer an einer Oberflache eines Halbleiterelements 
(8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 
isu einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mil einer 
an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 
elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschniu 
(2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem 
zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen 50 
Verbindungsabschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil 
des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des 
Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet isu 
wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite 
Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschniu (2) 55 
und der Verbindungsabschniu (6) aus einem plattenfSr- 
migen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und je- 
weils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitis (4), 
des zweiten ElekirodenabschnitLs (5) und des Verdrah- 
tungsabschnitts (2) nicht grbBer als die Halfte der 60 
Dicke des Verbindungsabschnius (6) ausgefuhn ist. 
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